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　1 原子厚さの炭素原子シートであるグラフェンは、特異かつ優れた性質からフレキシブルな電子回
路やテラヘルツ帯で動作するトランジスタなどを実現する材料として研究が進められている。2008 年
12 月、米国 IBM 社の研究グループは、ギガヘルツ帯で動作するグラフェンベースのトランジスタでこ
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確認し、ゲート長 150nm で 26GHz を得た。研究
グループでは、ゲート長をさらに短くすることで、
テラヘルツトランジスタも可能と期待している。
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